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EP O 392 156 Bl Description This invention relates to integrated
sem conductor nenory circuits and nor @ppaszisesharly to a nenory with a very
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digit of infopggdripfiBni N @ trench 5 or groove forned in a sen conductor
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given width, e.g., less than a mcron, as used in formng el enents of
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al so byt he sem conductor topography to connectthat cell with word-Iines and
bitlines to obtain a DRAM matrix 2 EP&S23s882 156 Bl circuit. The problem
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transi stor 12 The tran5| stor 12 and the capacitor 16 are | ocated W|th| n
the trench 24 on the first sidewall, with®the tran- sistor 12 being

di sposed between the bit/sense line 22 and the storage capacitor 16. The
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P- doped polysilicon, tungsten silicide [err] or titaniumsuicide 50 J[err],
or of copper-doped al um num separated fromthe first sidewall of the
trench 24 by a thin Insulating | ayer 30, preferably a triple insulating
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bei nhal tet. 5. (4)dispds€ surinepara? piineipalel @dnnéende{lidie iranchéelEt an tiansickascBueffatide champ (10)
gekennzei chnet ,podrahirgtrle caridensateurse inémorisation ¢ B)odidposérsurldgiite paroi prindigde déds trapehee24)
Pol ysi | i ci um best edmprenant une@leciBpie de grile (1Aket in canal (30) aithésBur latitejparal principale et s'étendant
gekennzel chnet ,entfe Beuy électeodes (29, 28)deevant (de drainreh dehpruree,(of 49 coms|dp E¢leptrade; de pare (1
25 7. Spelchers%éﬁa"éﬁ#@ﬂ?héér Ansprfche | bis 6, dadurch gekennzei chnet,
daB er sine Matdapsdagyglie! 1’%‘?&5?“2@ 'P@ﬁ‘?“%ﬂ‘f?‘?ﬂ?@mﬂ?@“ %QCE"P'P‘? p'&ﬂl? ’EP&W"‘“ par un

Spei cher kondensﬂ&t"ﬂ?@ﬁ" @ diffyng ﬁ'af;f? é"ﬁ'cPF' hds?@I"G )Ptr“a dechamp (10?';@
bestshen, die | | %ﬁf” z% ag ogﬁg ne couche isolante
m t zugehor i gen ¢ a§5?1 254 l l AR 55? EkIng 5
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stronff hrsénden

el ektrischen Led % rgﬁ %) iP[afs\ &' Pdxb RAdiulihdf BSE Tranchs
El emente (22) ) b\ gﬁtﬁaeﬁg?&%&ze ﬁ&é@%@ﬂa E{i drain et la sour':fe d:
Wortl ei tungedect pei cher nach eI nem der Anspr Cche |

bi's 7, dagur ch Ggiifn BrmBickias blectricid{28) BatBid dd ks I&iBitiolsidighl Scuidirarheate
Spel cher %ndenq%qam.&l@mméﬁggﬁe@orl gen&ll}el def f ekt t ﬁgﬂsf&sﬁ%gr en (10) >

vorgesehen sind. 35 Revendlcatlons 1. Monoire conprenant un substrat
sem conduct e2r Néjre sejoninrevendicationr1f dapslaquelierirdigpedonduetricesd élegluicitd £28) 0t Eélectrede.de pay-
ch6e (24) ayant un axe |ongitudinal et c%nprenant, de plus, au noins un

condensat eur de nbnori sati on
AR D




(16) dispose sur une paroi principals donnee de |ladite tranch6e et un
transistor A effet de chanp (10) pouwErdesegseBe condensat eurde nenorisation
(16), dispos6 surladite parol principale dela tranchee (24) et conprenant
une el ectrode fo) it ues sur |aditb parol
‘principale et Sqe(é?(gﬂ{égoﬁ?ééﬂ%érggkggﬁg%ﬁggkﬂﬁégé‘gﬁﬁﬁb, 22) servant de drain et
de source, @O IMémoiarspion ideavbridichtivg it 6u2) dand aqyels din céubHe)isofkinte (36) est didpoéée antredadorps| a
tranchee, dans coreigeier deda Hetixidroayane ¢18)ciu contlensatBurde méradrisation (16)@) lexderirodes de grile
prem ere gpl aque representee par un point nbnoire (20), diffusee dans |adite
parol pri ncidoaMémgiee seign kuneqauelsengus deaevendications ki dans inus{ia e soms apHs formeniaideyyjome
(20) .des deux 6lagye(1®) gendientdy polygiliciadoré-c drain et |a source du transistor a

ef fet™@e ch ' : ' r
deposee danisr-*l“%g *’g@%ﬂﬁ&,ﬁ%@gﬁﬁﬁ%@ﬁ cobd) o, B allad By RS RRY Bl
6l ectriqaenent [a gre ere et l[a deuxienme plaque, caractbrisee en ce que:
un el ement @I MsmbiresBlon RWéveRdicatidn|5pdepelafuells leIghes@brRilQRdas (aledicite{28)Bitiennant du

| " axe | ongit udisiedre.de | a tranchee (24) et connecte electriquenent a |'autre
(22) des deux el ectrodes qui fornment le drain et |la source du transistor A
‘ef fet de chdp Mémolre selep F'upg quelconque, desirevgpricationa d@8t ri ce d' 6l ectricltb (28)

's9' tend dpui s cpraderissaansgausieqgri| | e ( er pendi cul ai rementa |’ axe

i tudi &llq contient e matd ‘% lluleg de fofrhefie icpnsistant shacune en des gendenspiqurs o émgry
el o 1) b calot oo sttt 1 -f?ﬁsg%‘%raﬁf%?mgggs“
. EPORQ2156B1 (R
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(36) eat dl sposbe entre Te corps cosngd eur de ‘Fa euxlelr'%ﬁl BE‘figaque (18) du
condensat eurg, dqsBigNelof Pink Qibicoddds déireviefidicafidng & &7 (ddRSladiSliedés delnéparofe-d'undfariBhdee
sel on |' une quedrmént débtohtRRsatetié A8 MbfHdctsatidR P16) et fs fransRRRA difétiid @hdn® dsdcighr PS
pour fonner |a deuxi bme plaque (18) contient du polysiliciumdopb. 5.
Menoire 2elon |'une quel conque des revendications | A 4, dans laquelle |les
| i gnes conductrices d' 6lec- 10 tricite (28) contiennent du
pol ysiliciumdope. 6. Menoire selon |a revendication 5, dans |aquelle les
| i gnes conductrices d' 6lectrlclt6 (28) contiennent du siliciure. 7. Menolre
selon | "une quel conque des revendications | A 6, 15 caracteri sée en
coe quo: %l le contient une matrice de cellul es de nenoire consi stent
chacune en des condensatburs de nbnori- sation (16) et en leurs transistors
A effet de chanp associes (10), situes dans une pluralite de tranch6es (26)
et connectes A des lignes conductrices d' electricite (28) et elenents
porteurssge courant allong6es (22) associes, les dits |ignes conductrioes
d electrI'Cit6 (28) et elenents portours de courant allonges (22) 20
6tant relies aux sortles de d6codeurs de lignes de bit et de d6codeurs de
lighes de nots. 8. Menpire selon |'une quol conque des revendicatlons 1 A
7, dans | aquelle |es deux parole d une tranch6e fornent dées condensateurs
de nenorigation (16) et les transistors A effet de chanp associes. 25 30 35
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